


8.융합부품(신소자, 디스플레이 등)



262  

1. 기술 개요

 기술개발의 필요성

■ 고객 및 시장의 니즈

 ·  근거리 고해상도 레이더 기술 및 응용

 ·  근거리의 물체의 미세움직임에 대하여 측정, 추적 센서 

 ·  의료용 : 비접촉 환자 모니터링 시스템 심장박동, 호흡 등 생체적 특성

 ·  감시경계 및 정찰에서 은폐/엄폐되어 있는 인명을 탐지, 식별 및 추적할 수 

있는 기술 

 ·  감시정찰망용 레이더 센서 

  -   바이오메트릭 레이더 센서(칩) 및 신호처리 기술

  -   감시정찰망의 탐지대상 판별기능 부여

 ·  의료용 바이오 센서 

  -   비접촉 환자 모니터링 시스템

2. 개발기술의 주요내용

 기술의 특징

■ CMOS기반의 고정밀 근거리 레이더

 ·  사용자 요구사항에 따른 특화가능

  -   신호처리 기술

  -   시스템 솔루션 제공: 레이더 칩, 신호처리 S/W, H/W

■ 기술의 상세 사양

 경쟁기술대비 우수성

■ 경쟁기술/대체기술 대비 우수성

 기술개념 및 기술사양

RF/AnalogSoC연구실  담당자  박필재

UWB 방식의 CMOS IBR(Impulse Biometric Radar)은 표적의 위치 및 자세, 호흡 등의 생체적 특성을 탐지하는 감시정찰 레이

더 센서의 핵심 기술로서 감시 정찰 및 인명 구조 등의 업무에서 사람/동물 등을 탐지 및 식별할 수 있는 기술임. 정확한 거리 및 

위치 측정이 가능한 높은 해상도를 제공하므로 민수용 응용분야가 다양함.

■ 기술개념

·  전자파를 송신하여 물체에 반사된 신호를 수신하여 수신신호로 부터 물체의 특성(움직임, 전자파 반사특성)을 파악하는 기술

·  바이오메트릭 레이더는 인체에 의해 반사된 전자파 신호의 파형 및 위상 변화를 검출하며 인체의 신호분석(호흡, 심박)

■ 기술구성도

8-1 CMOS 레이더 (근거리, 고해상도)

         - 감시정찰, 바이오 응용

구분 현재 기술 기술의 우수성

레이더 단일칩

기술개발

· 단일부품기반의 레이더 모듈

· 신호처리 DSP 독립

· 많은 전력소요

· 단일칩 레이더센서는 가격, 전력소모면에서 우수함

· SoC기술 접목가능

· 민수용 (의료용)으로 응용가능

신호처리기술

개발

· 정지상태의 심박측정센서

· 은폐,엄폐대상 검출불가

· CW기술이용

· Clutter 제거기술

· SoC 구현하여 저가격화 도모

· UWB기술 이용
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 기술의 완성도

■ 기술개발 완료시기

 ·  2012년 prototype 시제품

  - RF 레이더 송수신기, 신호처리(DSP) 기술

 ·  2013년 시제품

  - 레이더 시스템 보드(레이더 센서, 신호처리DSP, 안테나)

  - 감시정찰망 연동기능

■ 기술이전 범위

 ·  고해상도 레이더 송수신기 설계기술

  - 고해상도 레이더 수신기, 송신기, 레이더 제어용 디지털 설계

  - 0.13-mm CMOS 기술

 ·  고해상도 레이더 신호처리 기술

  - 목표물 검출, 특성 추정, 판별

 ·  레이더 시스템

  - 레이더칩, DSP, 안테나를 포함한 stand-alone 시스템 보드

 표준화 및 특허

■ 관련 기술의 표준화 동향

 ·  관련표준 없음

■ 보유특허

3. 기술적용 분야 및 기술의 시장성

 기술이 적용되는 제품 및 서비스

■ 기술이 적용되는 제품/서비스

 ·  감시정찰 센서네트워크 : 국방체계화 실시 예정 

  - 민군과제(방사청) 감시정찰센서네트워크망 과제의 센서로 사용

 ·  환자 모니터링 시스템

  - 비접촉이 요구되는(화상, 중환자) 환자의 생체신호 모니터링 

 ·  의복에 embedded된 레이더(군화 : mine detection)

 ·Low-cost radar(근거리 < ~ 2m, resolution ~ cm)

 ·  저가격 변위 측정센서

 해당 제품/서비스 시장 규모 및 국내외 동향

■ 해당 제품/서비스 시장 규모

 ·  전체 UWB 시장 중 센서 분야의 낙관적 시장으로 국한, Practel, Inc.,2006

 ·  2013년부터의 성장률은 가정(초기 40%의 급격한 증가에서 중장기적으

로 15% 유지)

 ·  2009~2012 : 사업기간은 매출액 발생이 없다고 가정

 ·  2013년부터 세계시장 0.2% 점유를 기점으로 2017년은 12% 점유

 

4. 기대효과

 기술도입효과

출원/등록
구분

특허명
출원국
(등록)

출원
(등록)번호

출원
(등록)년도

국내
송신 반복주파수를 수신기 PLL입력으로 이용하는 

높은 거리분해능력 펄스레이더 수신기 (출원)
한국 - -

국내 선택적 자극을 이용한 사람동물 식별장치(출원) 한국 - -

국내 시간-인터리빙 방식의 펄스신호 복원장치 (출원) 한국 - -

국내
초광대역 임펄스 레이더를 사용하여 사람의 

걸음 주파수를 추정하는 방법 (출원)
한국 - -

국내
초광대역 임펄스 레이더 시스템에서 사람 및 

네발동물 식별방법 (출원)
한국 - -

국내
송신 반복주파수를 수신기 PLL입력으로 이용하는 

높은 거리분해능력 펄스레이더 수신기 (출원)
- - -

국내 선택적 자극을 이용한 사람동물 식별장치 (출원) - - -

국내
밀리미터파 점대점 고정통신시스템 송신기 출력

전력 조절 방법
- - -

년도 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

세계시장 1,770 2,500 3,250 3,900 4,680 5,616 6,458 7,427 8,541

성장율 41% 30% 20% 20% 20% 15% 15% 15%

예상매출액 9 112 194 520 1,025

점유율 0.2% 0.2% 3.0% 7.0% 12.0%

   (단위 : 백만불)
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1. 기술 개요

 기술개발의 필요성

■ 고객 및 시장의 니즈

 ·  IT융합에 의한 새로운 시장 창출

  - 자동차시장의 판매 정체에 따른 새로운 수요창출 필요 => 공급초과 

  -   첨단안전기능을 통한 새로운 수요 증대 도모 => 전장품 비용 비중 40% ('14)

  - 레이더센서 부착을 정책적 목표로 추진 => 2010 미국자동차  평가기준 

  - 거대한 차량용 Radar 센서시장 선점 전략 추구

  ‥ '10년 195억불, '13년 300억불, '15년 475억불

  ‥ '14년 차량가격의 40%가 전장품에서 도출될 것으로 예상

 ·  시장의 니즈 

2. 개발기술의 주요내용

 기술의 특징

■ 고객/시장의 니즈를 충족시키는 독특한 점

 ·  CMOS RoC(Radar On a Chip) 칩으로 저 가격화

 · Si - chip 기술에 의한 고집적화

 ·  차량용 레이더 센서와 신호처리 칩의 일체화 

 ·  안테나 및 CMOS RoC 칩의 단일화 

■ 기술의 상세 사양

 ·  CMOS기반 77GHz  Phase Array 차량레이더 시험시제품 기술

  - Detection Range(LRR/SRR) : 200 m/ 60 m

  -  FoV (Field of View) (LRR/SRR) : ±10° / ±45°

  -   Range Resolution : 1.0 m / 1.0 m

 ·  Feature

  -   Integration of CMOS RoC 

  -   Signal Processor

  -  LTCC substrate  

  -   Phase Array Antenna  

  - Strip Line Feeding

 경쟁기술대비 우수성

■ 경쟁기술/대체기술 대비 우수성 

 기술개념 및 기술사양

RF/AnalogSoC연구실  담당자  김천수

본 기술은 차량용 ADAS에 적용되고 있는 24GHz 근거리 레이더(SRR) 와 77GHz 장거리용 레이더(LRR)를 통합하여, 레이더 

모듈의 크기를 초소형화 할 수 있는 77GHz 대역 CMOS Multi-Radar Sensor 기반 차량 안전 시스템 기술임. 77GHz 대역에

서 동작하는 단일 레이더 센서로 넓은 방위각을 갖는 근거리 레이더와 좁은 안테나 빔 폭의 고출력이 필요한 장거리 레이더 응

용에 동시 지원 가능한 다기능 차량레이더 기술로 다양한 차량 주행 환경에서 가장 안정적인 성능 및 높은 가격경쟁력을 가질 

수 있음.

■ 기술개념

·  차량용 ADAS(첨단 운전자보조시스템·Advanced Driver Assistance System)에 

적용되고 있는 24 GHz 근거리용 레이더와 77 GHz 장거리용 레이더를 통합하

여, 레이더 모듈의 크기를 초소형화 할 수 있는 77 GHz 대역 CMOS Multi-Radar 

Sensor 기반 차량레이더 시험 시제품 기술 

■ 기술구성도

·  어레이 안테나

·멀티레이더 신호 처리

·CMOS RoC(Radar On a Chip) 칩 

8-2 CMOS 기반 77GHz Phase Array 

         차량레이더 시험시제품 기술
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 기술의 완성도

■ 기술개발 완료시기

 ·기술 준비도(TRL, Technology Readiness Level) 목표

  -   고집적 CMOS Multi Radar Sensor 기술은 2012년 말 TRL 5 단계임

     (시작품 제작)

 ·부품 제작 기술 및 시스템 통합기술 확보 (2013년)   

  -   4ch. 통합 수신 및 송신 IP칩 개발 완료

  -   LRR용/SRR용 안테나 개발 완료

  -   차량전방충돌 감지 알고리즘 및 경고 시스템 설계 완료

  -   8ch. 소형/저전력레이더 시스템 제작 중

  -   정밀측위기술 가능 실차테스트 시스템 및 주행로, 실도로 테스트 완료

 ·2014년 6월 : TRL 6 단계

  -   파일롯 규모 시작품 제작 및 성능 평가

  -   Multi-Radar Sensor : 실차 환경에서 요구성능 및 신뢰성 검증

■ 기술이전 범위

 ·  CMOS RoC(Radar on a Chip) 설계 회로도, 레이아웃 및 관련 문서

 ·  차량레이더 시험 보드 설계 레이아웃 및 관련 문서

 ·  CMOS기반 77GHz  Phase Array 차량레이더 시험시제품

 표준화 및 특허

■ 관련 기술의 표준화 동향

 ·  현재 77 & 79GHz 주파수 대역에서의 LRR 및 SRR 국제 표준 진행 중임

■ 보유 특허

3. 기술적용 분야 및 기술의 시장성

 기술이 적용되는 제품 및 서비스

■ 기술이 적용되는 제품/서비스

 ·  융합센서를 이용한 

첨단 차량 안전 주행 시스템

 해당 제품/서비스 시장 규모 및 국내외 동향

■ 해당 제품/서비스 시장 규모

 ·시장 규모 및 경제적 기대효과

  -   세계시장 규모 : 742억불(2017년) 

  -   세계시장 점유율 : 8%(2017년)

  -   세계시장에서의 순위 : 5위(2017년) 

[출처] : Global Industry Analysts 2005)

 ·IT 융합에 의한 새로운 시장 창출 및 저가격 Solution

  -   첨단안전기능을 통한 새로운 수요 증대 도모 => 전장품 비용 비중 40% ('14)

  -   레이더센서 부착을 정책적 목표로 추진 => 2010 미국자동차  평가기준 

  -   거대한 차량용 Radar 센서시장 선점 전략 추구

  ‥   '10년 195억불, '13년 300억불, '15년 475억불

  ‥ '14년 차량가격의 40%가 전장품에서 도출될 것으로 예상

  -   현재 레이더 센서 시스템은 약 > $500으로 상대적으로 고가

  -   대량보급을 위한 $100이하의 저가격화 → CMOS 기술이 절대적으로 유리

  ‥   최근에는 Infineon이 SiGe을 이용한 칩셋을 공급 중이나 $500로 여전히 고가임

■ 해당 제품/서비스 시장 국내외 동향

 ·  Automotive Radar System/Architecture Trend

4. 기대효과

 기술도입효과

■ 고객이 본 기술을 통해 얻을 수 있는 경제적 효과

 ·  현재 최고급 차량에 한정부착(GaAs, SiGe 모듈기술)

  -   중소형 차량까지 보급형 장착 (CMOS SoC 기술) 

 ·  CMOS 레이더분야는 선진기관과 같이 연구시작 

  -   원천기술 확보가능(시스템관련 PCT 특허출원 중)

 ·  최종목표: 가격(1/10), 전력소모(1/10), 부(1/10), 성능은 유사, 기존품 대비 

 ·  기대효과: 국내매출 125억 (2015), 해외매출 6백만 $(2015) 이후는 

CAGR 국내(150%), 국제(130%) 

 ·  멀티레이더 신호처리용 CFAR, Digital Beam Forming 기술에 적용 가능한 코어   

  -   IP 설계로 레이더 신호처리의 고성능/저전력 레이더 신호처리 칩을 구현할 수 있음    

 ·  멀티레이더 시스템기반 한 시뮬레이터를 개발함으로써,  레이더 구조를 

자유자제로 변경하며, 실제 레이더 시스템에 적용 가능한 검증데이터를 

얻을 수 있음

출원/
등록 구분

특허명
출원국
(등록)

출원
(등록)번호

출원
(등록)년도

출원
밀리미터 대역에 동작하는 Radar On a Chip 
시스템 집적화 구조

한국 2011-0086009 2011.8.26

출원중
Radar On Chip system operating at 
Millimeter-wave frequency

미국 IP 20110747 2011.8.11

출원중
Radar On Chip system operating at 
Millimeter-wave frequency

독일 IP 20110747 2011.8.11

출원 유니버셜 베이스밴드 트랜시버구조 한국
10-2009-
0071841

2011.7.18

출원 Universal Baseband architecture for Transceiver 미국 IP 20110609 2011.7.11

Commercial Product Target of This Project

Radar Size ~ 10 X 8 X 5 cm³ 5 X 5 X 2 cm³

Performance
LRR : 150m, AR<2˚

SRR : 30m, FoV± 30˚
LRR : 200m, AR<2˚

SRR : 30m, FoV± 30˚

Power of RF Chip 3.5 W (8ch.) < 1.0 W (8ch.)

Fabrication Technology RF : SiGe, Digital : CMOS CMOS one or two chip

Functions LRR or SRR LRR / SRR Concurrent

Operation Frequency LRR(77GHz), SRR(24GHz) LRR(77GHz), SRR(77, 79GHz)

 ·  향후 차량용 레이더 

기술의 주파수 분배는 

2023년 76~81GHz

로 예측되며 Bandwith 

또한 ~1GHz 대역 전

망됨 
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1. 기술 개요

 기술개발의 필요성

■ 국내 시스템반도체 산업 특성

 ·  국내기업 프로세서 현황

  -   대부분 해외 프로세서 IP를 채용

  -   프로세서 IP 도입 비용 지속적 증가 및 고가의 로열티 지불

 ·  기술혁신 부재 및 저수익 시장 편중

   -   세계 모바일 시장의 고성장에도 불구하고 대응할 수 있는 국내 고성능 

임베디드 프로세서 및 소프트웨어 기술 부재

   -   고성능 프로세서 채용 어려움으로 저속·저가 산업 군으로 편중 심화

 ·  기술 종속성 심화

  -   대기업도 프로세서 IP 라이센싱 비용에 막대한 비용을 지불하고 있으며, 

프로세서의 자체 개발 노력은 미흡

■ 국내 시스템반도체 경쟁력 강화 필요

 ·  고성능 프로세서 코어 확보

 ·  저전력 멀티 프로세서를 적용한 다양한 산업용 SoC 개발

 ·  국내 시스템반도체 산업계로 프로세서 기술 확산 

2. 개발기술의 주요내용

 기술의 특징

■ 고객/시장의 요구를 충족시키는 독특한 점

 ·  고가의 로열티를 요구하는 해외 임베디드 프로세서 코어와 동등한 기술수준

 ·  UPF 기반 DVFS 설계 적용을 통한 Systematic Power Management 기법 도입

 ·  Compiler, Assembler, Debugger를 통합한 GUI 기반 개발환경 제공

■ 기술의 상세 사양

 ·  Dual-issue in-order superscalar with 32bit I/D

 ·  3.7KB BTB, 1KB BP, 32KB I/D cache, 32-entry iTLB/dTLB

 ·  Superscalar execution unit : 2 integer units, 1 load/store, and FPU

 ·  성능

 기술개념 및 기술사양

멀티미디어프로세서연구실  담당자  변경진

본 기술은 저전력 임베디드 CPU에 관한 기술로서 높은 에너지 효율성을 갖는 저전력·고성능 모바일 멀티프로세서 기술과 병렬 

컴파일러, 임베디드 OS, 온칩디버거 등의 통합 개발환경을 제공함. 본 기술은 스마트폰, TabletPC, 차세대 모바일 컴퓨팅 단말, 

자동차용 AV 등에 이르는 광범위한 분야에서 활용이 가능함.

■ 기술개념

·  차세대 모바일 프로세서를 위한 x8 16GOPS급 에너지 자율제어형 모바일 멀티프로세서와 병렬컴파일러 기술

·  저전력 임베디드 CPU 기술은 차세대 모바일 프로세서의 대용량 데이터 처리를 위한 고성능 연산용량 및 에너지 효율성 극대화를 위

한 시스템반도체 핵심 기술

■ 기술구성도

8-3 저전력 임베디드 CPU 기술

동작주파수 800MHz@per-core,65nm,1.1V
전체성능 16GOPS@65nm (x8)

전력효율성 0.25mW/MHz (Cortex-A9 0.625mW/MHz)
전력소모량 200mW/per-core, 800mW@Oct-core
코어 면적 2.76mm2@65nm (Cortex-A9@45nm의 50% 면적)

* UPF : Unified Power Format, DVFS : Dynamic Voltage Frequency Scaling

* BTB : Branch Target Buffer, BP : Branch Prediction, TLB : Translation 

Look-aside Buffer
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 경쟁기술대비 우수성

■ 경쟁기술/대체기술 현황

 ·  주요 공급업체 : ARM, MIPS

 ·  ARM사는 ARMv7 아키텍처를 기반으로 CortexTM 제품군을 통해 성능 

기능 별로 차별화된 다양한 솔루션을 제공

 ·  Apple, 삼성, Nvidia, Qualcomm 등은 ARM사의 IP를 도입하여 자체 보

유 GPU 등의 IP와 통합하여 AP를 개발하는 등 모바일 프로세서 시장에

서의 ARM사의 지배력이 갈수록 심화되고 있음

■ 경쟁기술/대체기술 대비 우수성 

] 기술의 완성도

■ 기술개발 완료시기

 ·  Baseline Embedded Processor Core : 2013.2

 ·Development Environment and SDK : 2013.2

 ·  Enhanced Embedded Processor Core : 2014.2

■ 기술이전 범위

 ·ESVP core RTL code : Source code or Binary code

 ·Development Environment : Compiler, Assembler, Linker

  -   컴파일러, 임베디드 OS, On-chip Debugger를 포함한 S/W 개발환경

 ·  Instruction Set Simulator

 ·  이전 기술에 대한 특허 사용권, 기술문서, 매뉴얼 및 검증 용 test vector

] 표준화 및 특허

■ 관련 기술의 표준화 동향

 ·해당사항 없음

■ 보유 특허

3. 기술적용 분야 및 기술의 시장성

 기술이 적용되는 제품 및 서비스

■ 임베디드 프로세서는 시스템반도체의 핵심 IP

 ·  저전력 임베디드 CPU는 차세대 모바일 어플리케이션 프로세서, 차세대 

스마트폰 프로세서 플랫폼, 미래 모바일 컴퓨팅 단말, 자율지능 장비 등 

광범위한 분야의 모바일 어플리케이션 제품에 장착

 ·  국산 저전력·고성능 임베디드 CPU의 산업체 보급은 국내 시스템반도

체 산업의 기술 경쟁력 및 가격 경쟁력 증진

 해당 제품/서비스 시장 규모 및 국내외 동향

■ 해당 제품/서비스 시장 규모

■ 해당 제품/서비스 시장 국내외 동향

 ·  2018년 경 100억 개 이상의 모바일 단말 시장(PC의 10배)이 예상되는 

등 모바일 멀티프로세서의 폭발적인 성장 예측 (출처 : Morgan Stanley)

 ·  Apple은 PA Semi, Intrinsity 등의 SoC 개발사를 인수하여 칩 설계와 관련한 고

급인력 보유

 ·  삼성은 ARM의 Cortex-A8/A9/A15 및 Mali GPU를 도입, 다수의 IP를 

집적하여 AP를 생산

 ·  NVidia는 자체 GPU기술을 바탕으로 ARM 코어의 적극적인 도입 및 

SDR기반 LTE Modem 기술 통합

 ·  Qualcomm (및 Marvell)은 ARMv7 architecture를 licensing하여 

Scorpion/Krait 프로세서 코어 자체 설계

4. 기대효과

 기술도입효과

■ 고객이 본 기술을 통해 얻을 수 있는 기술적/경제적 효과

 ·  막대한 기술료를 지불하고 있는 해외 임베디드 프로세서들에 대한 수입대체 효과

 ·  시스템반도체 산업의 핵심 요소인 프로세서 기술 자립을 통한 국내 시스

템반도체 기술 경쟁력의 획기적 향상

 ·  저전력·고성능 임베디드 프로세서 기술의 선진국과의 기술 격차 축소

 · 기존 기술 개선 정도

  -   UPF 기반 DVFS 설계 적용을 통한 Systematic Power Management 기술 확보

 ·  원가절감/생산성 증대 기대효과

  -   국내 중소기업을 위한 1GHz 급의 고성능 모바일 프로세서 코어 확보를 

통한 국내 시스템반도체 SoC의 기술개발 효율성 증대

  -   컴파일러, 임베디드 OS, OCD를 포함한 S/W 개발환경 제공을 통한 SoC 

개발 기간 단축 및 개발비용/제조원가 절감

출원/등록

구분
특허명

출원국

(등록)

출원

(등록)번호

출원

(등록)년도

출원
프로세서의 분기명령 실행캐시를 이

용한 성능 향상 장치
한국

2012-

0078199
2012

출원 캐시 일관성을 위한 장치 한국
2012-

0104316
2012

출원
멀티코어 프로세서를 위한 계층적 캐

시 구조
한국

2012-

0143647
2012

출원
레지스터 윈도우 오버플로우/언더플

로우 처리를 위한 하드웨어 구조
한국

2011-

0143969
2011

비교항목 경쟁기술 본 기술의 우수성

성능 4000 DMIPS @40nm,x2 3680 DMIPS @45nm,x2

단위성능 2.00 DMIPS/MHz 2.01 DMIPS/MHz

코어집적도 x8 x8

동작주파수 2GHz@40nm,2W 1.0GHz@45nm,600mW

시장규모 2010 2011 2012 2013 2014 2015

프로세서 SoC 매출 (조원)
세계 7.2 9.5 12.0 15.2 18.5 24.6
국내 2.8 3.9 5.3 7.1 8.9 12.1

모바일 단말 수 (억대) 3.22 4.97 6.76 8.79 10.9 14.9

전세계 모바일 프로세서 채용 단말 수 및 모바일 프로세서 시장

[출처] : DisplaySearch 및 iSuppli, 2010.3 & Gartner, 2010.12 (스마트폰, 태

블릿PC, 스마트TV 포함)
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1. 기술 개요

 기술개발의 필요성

■ 고객 및 시장의 니즈

 ·   GaN 전력소자

  -   미국의 경우 2004년도 기준 약 5천만불 수준의 GaN 기반 개발전략 지

원이 이루어졌으며, 이 중 DARPA(3천만불 이상)와 ONR(약8백만불)이 

주도적으로 RF/Microwave power devices, deep UV 전자 재료 및 소

자의 연구/개발 지원을 하고 있으며 NIST, AFRL, NRL, Army Research 

Laboratory, ARO, DOE 그리고 MDA 등 여러 정부단체에서 전략적으로 

지원이 이루어지고 있음

  -   일본의 경우 아시아에서 가장 활발한 연구/개발 활동을 수행하는 나라

로, 역시 정부 주도의 국책사업을 활발히 하고 있으며 전자소자의 경우 

NEDO를 중심으로 Oki, Fujitsu, Panasonic 등 상용화를 위한 연구가 활발

히 전개되고 있음

   -   GaN 전력소자 기술은 레이더, 미사일 등 군수용으로 활용도가 높은 전략

적 품목으로 선진국에서의 기술 도입이 매우 어려워 자체적으로 기술 확

보가 필수적인 품목임에도 불구하고 현재 국내의 GaN 전력소자에 대한 

연구는 몇몇 대학 및 연구소에서 기판 및 에피 성장에 대한 연구를 중심

으로 이루어지고 있으며, 소자 및 이를 이용한 시스템에 대한 연구는 전

혀 이루어지고 있지 않아 이에 대한 개발이 시급한 실정임

 기술개념 및 기술사양

RF융합부품연구실  담당자  임종원

GaN 전력소자는 3.4eV의 넓은 에너지 갭을 갖는 반도체로서 고온에서 안정된 화합물일 뿐 아니라 5MV/cm2 이상의 

breakdown 전압과 함께2.5x107cm/V sec의 높은 포화전자속도와 ~1,000cm2/V S의 전자이동도 등의 특성을 바탕으로 

1990년대 이후 전자 및 광소자의 응용 가능성이 보이면서 선진 각국에서 중점적으로 연구를 수행하고 있으며 이동통신 기지

국용 전력증폭기, 자동차용 전력증폭기, 해상용 레이더 등 여러 분야에 응용이 가능함.

■ 기술개념

·  GaN, AlN, InN 등의 III-V족 질화물 반도체와 SiC를 비롯한 탄화물에 대한 연구는 1960년대부터 이들의 성장과 특성에 중점을 두고 

수행되어 오고 있으며, 그 중 GaN는 3.4eV의 넓은 에너지갭을 갖는 반도체로서 고온(>700℃)에서 안정된 화합물일 뿐 아니라 5MV/

cm2 이상의 breakdown 전압과 함께2.5x107cm/V·sec의 높은 포화전자속도와 ~1,000cm2/·S의 전자이동도등의 특성을바탕으

로 1990년대 이후 전자 및 광소자의 응용 가능성이 보이면서 선진 각국에서 중점적으로 연구를 수행하고 있으며 그 활용 분야가 광

범위함

■ 기술구성도

8-4 S-band 50W급 GaN 전력소자 기술
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2. 개발기술의 주요내용

 기술의 특징

■ 고객/시장의 요구를 충족시키는 독특한 점

 ·  ETRI 4-inch Compound Semiconductor Fab

  -   수행 Process : 4-inch 화합물 반도체 일괄공정

  -   시설 및 장비 현황

  ‥ Area : 200평(Class 10 ~ 1,000)

  ‥   Equipment : 55 process equipments

  ‥   including i-line stepper and e-beam lithography

 ·  한국전자통신연구원(ETRI)에서는 화합물반도체 분야에서 20년 이상의 

경험을 바탕으로 전략 품목인 GaN 전력소자의 국산화 개발을 추진중임

 ·  ETRI의 화합물반도체 실험실은 안정된 4인치 일괄공정 기술을 보유하고 

있어 이를 적용하여 시장에서 요구되어지는 GaN 전력소자를 조기에 개

발 공급할 것임

■ 기술의 상세 사양

 경쟁기술대비 우수성

■ 경쟁기술/대체기술 현황

 ·  일반적으로 레이더시스템은 원거리 탐지를 위하여 KW급의 큰 출력

을 요구하고 있으며 이러한 큰 출력을 나타내기 위하여 클라이스트론

(Klystron), 마그네트론(Magnetron), 진행파관(TWT, Travelling Wave 

Tube) 등 각종 진공관이 사용되고 있음

 ·  진공관 형태의 증폭기는 요구조건에 맞는 큰 출력을 낼 수 있으나 크기

가 크고, 효율성과 신뢰성이 낮음

 ·  최근에는 고출력 마그네트론의 Dual Use 항목지정에 따라 기존의 진공

관형 레이더를 반도체 소자를 이용한 SSPA형 디지털레이더로 개발하는 

추세임

 ·  3/4G 이동통신 기지국 및 중계기용 RF송신 모듈에 쓰이는 전력증폭기 

소자는 대부분 Si 기반의 LDMOS가 사용됨

■ 경쟁기술/대체기술 대비 우수성 

 기술의 완성도

■ 기술개발 완료시기

 ·  2013. 12 

■ 기술이전 범위

 ·S-band 고출력·고효율 GaN 전력소자용 에피 구조 기술

 ·S-band 고출력·고효율 GaN 전력소자 설계 기술

 ·S-band 고출력·고효율 GaN 전력소자 공정 기술

 ·S-band 고출력·고효율 GaN 전력소자 측정 기술

 ·S-band 50W급 GaN HEMT 소자 시제품 및 판매 실시 권리

 표준화 및 특허

■ 관련 기술의 표준화 동향

 ·  해당 사항 없음

■ 보유 특허

출원/등록

구분
특허명

출원국

(등록)

출원

(등록)번호

출원

(등록)년도

출원 반도체 소자 및 이의 제조방법 한국
2010-

0127661
2010

출원
계단형 게이트 전극을 포함하는 반도

체 소자 및 그 제조 방법
한국

2011-

0133715
2011

출원 트랜지스터 및 그 제조 방법 한국
2012-

0143702
2012

항 목 사 양 비고

주파수 대역 S-band

Output power  50 watt

항복전압(동작전압)  > 100 V

Power gain  > 8 dB

PAE > 30%

fT > 10 GHz

fmax > 30 GHz

ETRI 4-inch GaN wafer

경쟁기술 본 기술의 우수성

마그네트론 등 

진공관 기술

· 평균 무고장시간(MTBF : Mean Time Between Failure)이 약 50,000

 시간으로 3,000 시간의 마그네트론 보다 우수함

· 주파수 가변성이 우수하고 주파수 광대역화의 경우 진공관은 10~20%

 인 반면 반도체소자의 경우 50% 정도로 상향 시킬 수 있는 점이 우수함

· 신호처리 과정에서 도플러(Doppler) 특성을 향상 시킬 수 있으며 DSP

 및 FPGA  소자의 적용으로 디지털화가 가능함

· 크기가 작고 선형특성이 우수하여 상호변조(Intermodulation) 및 고조파

(Harmonic)  왜곡효과가 적으므로 전력을 효율적으로 사용 할 수 있음  

GaAs, Si 소자 

기술

· GaN 소자는 물리적으로 에너지대 간격이 넓고(3.4eV) 전자이동도가 

 높으며, 매우 높은 포화속도를 가지는 등의 우수한 물질특성을 지니고

 있어 고속, 고출력, 고효율 동작이 가능함
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3. 기술적용 분야 및 기술의 시장성

 기술이 적용되는 제품 및 서비스

■ 기술이 적용되는 제품/서비스

  ·  무선이동통신용 전력증폭기

 

  -   3/4G 이동통신 기지국 및 중계기용 RF송신 모듈에 쓰이는 전력증폭기 소

자는 대부분 Si 기반의 LDMOS가 사용되고 있음  

  -   현재 90% 이상 수입에 의존하는 LDMOS 전력 증폭기는 향후 특성이 우

수한 GaN 전력증폭기로 대체될 전망

 ·  군수 및 선박 레이더용 SSPA 

 

  -   S-대역 레이더용 고출력 소자분야에

     TWT 등을 대체하는 SSPA 기술로 적용

  -   이지스함용 SPY-1D radar의 경우,

     L/S- band 송수신 모듈(TRM) 4,350개 사용

  -   국방 레이더 시스템의 트랜시버 모듈은

     레이더 시스템 가격의 40% 정도를 차지함

   

 해당 제품/서비스 시장 규모 및 국내외 동향

■ 해당 제품/서비스 시장 규모

 ·  레이더 시스템 시장규모는 2018년 까지 약 830억불로 전망됨

 ·  연평균성장률(CAGR)은 2014년 까지 1.6% 수준이며 2018년까지 1%로 전망됨

  -   주 : 레이더 시스템 가격의 40% 정도가 트랜시버 모듈의 가격이며, 이 중 

약 70 % 정도가 전력증폭기의 가격임

■ 해당 제품/서비스 시장 규모

 ·  시장 : 세계시장 6.6억불, 국내시장 790억원 규모 (2013년 기준)

 ·  현재 90% 이상 수입에 의존하는 LDMOS 전력증폭기는 향후 특성이 우수한 

GaN 전력증폭기로 대체될 전망

■ 해당 제품/서비스 시장 국내외 동향

전세계 레이더 시장 규모 예상

이동통신용 기지국용 전력증폭기 시장      (단위 :억원/억불)

  [출처] : "Military Electronics Market Overview", Tealgroup.(2010.4)

[출처] : IDC 2008, MARKET ANALYSIS:Worldwide Cellular Basestation 

Semiconductor 2008-2013 Forecast and Analysis

구분 2010 2011 2012 2013 2014 CAGR

국내 787.7 777.6 790.8 789.7 807.1 0.74%

세계 6.5 6.5 6.6 6.6 6.7 0.74%

미국

· 2004년도 기준 약 5천만불 수준의 GaN 기반 개발전략 지원

이 이루어졌으며, DARPA 등 정부단체에서 전략적 주도로 

2005년 TriQuint, Cree등에서 GaN 전자소자 최초 상용화 등 

기존의 Si, GaAs 기술을 GaN으로 대체함

· 특히 국방전투기 레이더의 GaN 기술 대체로 소형/경량화를 

통한 에너지 절감 실현

상용제품 공급사

· Cree

· TriQuint 

· Nitronex

유럽

· 유럽에서는 2005년 유럽연방(EDA) 주도로 7개국에서 29
개 기관이 참가하여 GaN HEMT 기술을 개발하는 Korrigan 
project 출범하여 다국적 컨소시움을 형성, Alcatel-Thales 
III-V Lab을 중심으로 UMS, SELEX 공정을 이용 독자적으로 
GaN 전력소자 기술이 개발되고 있음

· GaN 전력증폭기(MMIC) 기술은 SAAB/BAE의 경우 3GHz
에서 전력 100 ~ 140Watt의 결과를 발표하였음

상용제품 공급사
· UMS

일본

· NEDO 주도로 2005년 Eudyna등에서 전자소자 상용화 
· Toyota는 HEV용 전력반도체 연구 활발히 연구 중임
· Toshiba에서는 현재 X-band 50W급 내부정합형 GaN

HEMT 패키지를 세계에서 유일하게 상용 제품으로 공급하
고 있음

상용제품 공급사
· Toshiba
· Eudyna  
    (Sumitomo)
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4. 기대효과

 기술도입효과

■ 고객이 본 기술을 통해 얻을 수 있는 경제적 효과

 ·  GaN를 이용한 고출력 증폭기 기술은 군수용 시스템에 제한되는 것이 아니

라, 이동통신 기지국용 전력증폭기, 자동차용 전력증폭기, 해상용 레이더 등 

여러 분야에 응용이 가능하며, 특히 군수용 원천 기술 확보를 통하여 초고가

의 무기체계 국산화 및 정밀 군수용품에 대한 수요를 충족할 수 있고 미래 

초고주파 레이더 기술 확보 및 관련 부품 산업의 경쟁력을 제고할 수 있음

 ·  기지국용 전력증폭기 소자는 전체 RF 전력 소자 중에서 상당한 부분을 차지

하고 있으며, 2003년에 RF 전력 소자는 전체 1,946 백만 달러의 시장 규모

를 보여 주었는데, 이중 4W 이하가 거의 60%를 차지하고, 20W 이상의 wide 

band gap 관련 시장은 30%인 579 백만 달러임. (ABI research "RF Power 

Devise" (Feb 2004), CS mantech 2005, S. Mcgrath et al)

 ·  급격히 증가하게 될 초고주파 레이더용 고출력 전력소자 및 전력증폭 모듈

의 수입 및 해외 의존도에서 벗어나 부품소재 산업의 경쟁력과 지속적인 경

제 성장을 위한 잠재력 확보

[출처] :  Strategy Analytics

GaN device 시장 전망

RF power 응용 분야 분할

한국

· 서울대는 2GHz에서 15.6W의 출력을 갖는 GaN HEMT 소자
를 발표

· ETRI에서 2012년 2월 AlGaN/GaN/SiC HEMT를 기반으로 
30W급 S-band용 GaN HEMT 소자와 10W급 X-band용 
GaN HEMT의 RF 전력소자 결과를 발표

· RFHIC, RFCore, 기가레인, 엘아이시티, 성산전자통신, 제노
코, 유텔, 삼성탈레스, LIG넥스원, STX엔진 등 국내업체는 대
부분 외국의 상용 GaN 개별소자칩를 전량 수입하여 무선통
심용 기지국 및 레이더 시스템용 반도체 송신 PA 모듈을 개
발중

상용제품 공급사
· 없음
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1. 기술 개요

 기술개발의 필요성

■ 고객 및 시장의 니즈

 ·  기존에는 단일 APD를 기반의 단일 광통신 시장에서 APD 기술이 응용

되어왔지만, 향후 시각 안전 파장대역을 이용한 어레이 APD 기반의 어

플리케이션과 신규시장이 열리고 있는 상황임

 ·  대표적인 예가 무인 자율 주행차량에 핵심기술인 삼차원 레이저 레이더

용 광수신기임. 무인 자율 주행차량은 이미 상당부분 진행된 관련된 민

수기술(예 : 저속/근거리 차량 추돌 방지모듈, 무인 자율 주차시스템)과 

함께 향후 중요한 자동차 산업에서 중요한 전략적인 위치를 차지하게 될 

예정임

 ·  시각안전 레이저 레이더용 수신기는 로봇, 환경감시, 탐사 등에 광범위

하게 사용될 수 있고, 어레이 APD 모듈 자체는 병렬 광수신구조의 광통

신, 바이오 이미징 등에도 신규시장 기술에 적용 가능하여 수요가 급격

히 증대될 기술분야임

2. 개발기술의 주요내용

 기술의 특징

■ 고객/시장의 니즈를 충족시키는 독특한 점

 ·  다양한 응용 어플리케이션에 최적화할 수 있도록 필요한 연구능력(에피

기술, 소자설계/제작기술, 특성분석기술, 저잡음 해석, 패키징 및 모듈 

설계/제작/특성평가기술)을 이미 확보하고 있어 전체모듈의 동작특성을 

세계 최고 수준으로 구현할 수 있음

 ·  최적화 기술력을 현재 레이저 레이더 시스템에 적용하여 세계 최고 수준의 

거리 검출 특성을 확인하였으며, 최종적으로 검출기의 성능을 삼차원 영상

을 통하여 시스템 레벨에서 검증 중임

■ 기술의 상세 사양

 ·  Eye-safe 1x4 APD array & 4x4 APD array

  -   VBR : 48V (std. dev : 1V) 

 기술개념 및 기술사양

광무선융합플랫폼연구실  담당자  민봉기

본 기술은 시각안전파장대역을 이용한 어레이 APD 기반의 어플리케이션에 관한 기술임. 현재 시각 안전 파장대역을 이용한 

삼차원 레이저 레이더 기술은 무인자율주행차량과 관련된 필요 기술 중에서도 핵심기술로 평가를 받고 있어, 본 기술을 확보함

으로써 무인 자율 주행차량과 같은 신규로 개척되는 응용 어플리케이션에서 기술경쟁력을 손쉽게 확보할 수 있음.

■ 기술개념

·  시각안전 APD 어레이 모듈은 시각안전 APD 어레이, 저잡음 증폭회로, 구동회로 등으로 구성되며, 전체 모듈의 동작특성을 최적화하도록 

구성되어야 함

·  레이저 레이다 시스템에서는 반사되는 레이저를 검출하기 위해서는 감도가 우수한 시각안전 APD 어레이 모듈이 광수신기가 핵심 요

소 기술임

·  레이저 레이다 시스템 관점에서 보면, APD어레이 모듈의 동작특성(대역폭, 감도특성) 외에도 다양한 요소기술이 최적화되어 구현되어야 함

■ 기술구성도

8-5 시각안전 어레이 APD 모듈 기술

         (STUD 레이저 레이더용 수신부 핵심요소기술)
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  -   VP : 35V (std. dev : 1V) 

  -   Gain : 10V (std. dev : 10%)

  -   Bandwidth : 500Hz, 1GHz, 2.5GHz, 10GHz 

 ·  Eye-safe APD array 기반 수신모듈을 포함한 레이저 레이더 시스템 요

소기술

  -   Sensitivity-optimized ROIC submount module

  -   1 km detection ability with 6kW peak power pulse laser module    

  -   Sub-control systems including real-time UDP module for 3D data points 

 경쟁기술대비 우수성

■ 경쟁기술/대체기술 현황

 ·  ASC사의 Flash LADAR

 ·  Sensors Unlimited사의 128x128 APD array

■ 경쟁기술/대체기술 대비 우수성 

 기술의 완성도

■ 기술개발 완료시기

 ·  2015년 6월

■ 기술이전 범위

 ·STUD 레이저 레이더용 APD 검출기

  -   에피설계/제작 기술, 소자설계/제작 기술, 특성평가/분석기술

  -   패키지적용 기술, 시스템 최적화 기술

 ·STUD 시각안전 레이저 레이더 시스템 구현을 위한 요소기술

  -   고감도 장거리 광수신모듈

  -   고잡음/고속 ADC 구동 및 신호처리 기술

  - 고속/고정밀 스캐너 구동 기술

  -   고속 데이터 실시간 처리 모듈

3. 기술적용 분야 및 기술의 시장성

 기술이 적용되는 제품 및 서비스

■ 기술이 적용되는 제품/서비스

 ·  시각 안전 무인차량용 삼차원 영상 시스템 또는 해당 광수신모듈

 ·  시각 안전 삼차원 로봇 시각 센서 또는 해당 광수신모듈 

 ·  시각 안전 환경(산비탈, 도로) 감시 센서 또는 해당 광수신모듈

  -   무인 자율 주행기술의 시장이 확대됨에 따라서 다양한 삼차원 영상 센서

들이 공급되고 있지만, 기본적으로 905nm파장을 이용하고 있어 시각 안

전에 문제가 있을 수 있음. 이에 비하여 본 기술은 1550nm 시각 안전 파

장을 이용하고 있어 노출이 될 수 있는 불특정 다수의 안정성 확보에 큰 

도움이 됨

  -   향후 안정성 이슈가 부각될 경우 본 기술의 중요성이 훨씬 더 부각될 것임

4. 기대효과

 기술도입효과

■ 고객이 본 기술을 통해 얻을 수 있는 경제적 효과

 ·  시각 안전 파장대역을 이용한 삼차원 레이저 레이더 기술은 무인 자율 주

행차량과 관련된 필요기술 중에서도 핵심기술로 평가를 받고 있어, 본 기

술을 확보함으로써 무인 자율 주행차량과 같은 신규로 개척되는 응용 어

플리케이션에서 기술경쟁력을 손쉽게 확보할 수 있음

 ·  무인 자율 주행기술 등에 필요한 시각 안전 삼차원 레이저 레이더 기술

은 국내에서 아직 기술이 확보되지 않아, 선제적으로 대응할 경우, 국내

시장선점 효과는 물론 해외 수요에 대응을 할 수 있음

 ·  시각 안전 APD 어레이 모듈 기술은 그 응용성이 방대하고, 향후 시장성도 우

수하여 신규 시장창출 및 신기술 대응을 용이하게 하는 핵심 기초기술로 사

업화 구도에 따라서 다양한 경제적인 효과를 얻을 수 있음

경쟁기술 본 기술의 우수성

ASC사의 Flash LADAR 기술

Sensors Unlimited사로부터 128x128 APD array를 공급받아 

모듈을 제작하는 ASC사에 비하여 본 기술은 ROIC특성과 APD

의 특성을 상호 최적화할 수 있는 환경이 구축되어 보다 우수

한 동작 특성을 확보할 수 있음

Sensors Unlimited사의

 128x128 APD array 

MESA 구조의 APD 특성에 비하여 본 기술은 Planar 구조의 

APD특성을 이용함으로써 보다 낮은 암전류 특성을 제공하며, 

동시에 높은 이득을 얻을 수 있는 장점이 있음
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1. 기술 개요

 기술개발의 필요성

■ 고객 및 시장의 니즈

 ·  센서시스템은 반도체 집적화 기술, MEMS과 더불어 초정밀기술, 3차원 

미세가공 기술과 결합되어 고성능화 고지능화되어, 향후 유비쿼터스, IT

융합시대의 핵심 기반 기술임

 ·  스마트 빌딩 및 홈 시스템에서 효율적인 에너지 소비와 안전성을 제공하

고, 인텔리전스가 포함된 전자 제어시스템에서 환경 및 보안 등의 센서 

신호처리를 위한 ROIC 수요가 확대되고 있음

  -   세계 센서시장은 2007년 113.5억 달러에서 2014년 154.8억 달러로 성장 

예상

 ·  국내 센서시스템 업체의 대부분이 중소기업이며, 자체 생산보다는 수입 

가공 생산 위주

  -   센서시스템 수출 규모는 수입액의 절반 규모이며, 대표적인 적자 품목임 

(09년 5.4억 달러 적자)

  -   연구개발 및 대규모 설비투자 능력이 없는 실정이어서 자체 기술개발이 

어려움

  -   센서시스템에서 MCU 및 ROIC가 일체화된 초소형 센서기술은 연구소에

서 현재 개발단계임

2. 개발기술의 주요내용

 기술의 특징

■ 고객/시장의 니즈를 충족시키는 독특한 점

 ·  온/습도 뿐만 아니라 다양한 타입(저항, 기전력)의 가스센서 신호처리 가능

 ·  범용으로 사용되는 I2C 디지털 인터페이스 지원

■ 기술의 상세 사양

 경쟁기술대비 우수성

■ 경쟁기술/대체기술 현황

 ·  국내 최대의 습도센서 제작업체인 S사는 현재 자체 신호처리 회로기술을 

보유하지 않은 상황이며, 대부분을 독일의 Z사에서 수입하고 있는 실정임

 ·  M사에서 개발한 센서신호처리용 ROIC는 해외의 sensirion 사 등에 비해 

온도센서의 특성열화로 인해 ROIC 시장에서 열세임

 ·  Analog Device사는 온도센서를 내장한 캐패시터-디지털 변환기를 개발

하여 상용화함

 기술개념 및 기술사양

혼성신호처리연구실  담당자  여준기

본 기술은 온·습도 신호처리 기술을 기반으로 다중 센서를 동시에 처리할 수 있음. 이를 바탕으로 초소형 저전력 센서노드 제작

에 유리하고 온·습도에 민감한 정밀기기의 제품생산이나 식물재배, 가축관리 등 산업 전반의 자동화에 활용 가능함.

■ 기술개념

·  대기환경(온·습도)에 대해 센서의 반응을 전기적인 신호로 변환하고 잡음제거 및 증폭하여 ADC 및 DSP를 통한 신호처리 기술  

·  온도센서는 CMOS 공정으로 구현하여 신호처리 칩에 내장되어 있음

■ 기술구성도

8-6 온습도 센서용 신호처리회로 기술

공정 0.18um CMOS
해상도 14bit

동작전압 2.4~5.5V
LDO 출력전압 1.8V
동작주파수 ~500kHz

ADC 입력전압 1.0Vpp
온도 검출범위 -40~125℃
Cap. 검출범위 19~190pF
온도정확도 ±0.5℃
습도정확도 5% RH
  전류소모 1.0 mA

온습도 센서용 신호처리회로 구성도
칩사진

온도

습도
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■ 경쟁기술/대체기술 대비 우수성 

 기술의 완성도

■ 기술개발 완료시기

 ·  기술 개발 완료 예상 시기 : 2014년 2월 

■ 기술이전 범위

 ·온습도 센서용 신호처리회로 관련 개발자료

  -   온습도 센서용 ROIC 회로설계 기술

  -   온습도 센서용 ROIC 도면설계 기술

  -   온습도 센서용 ROIC 시험 기술

 ·온습도 센서용 신호처리회로 관련 국내·외 특허의 통상 실시권

  -   개발기술 관련 특허출원 국내/국제 1건 출원 중

 ·온습도 센서용 신호처리회로 관련 기술문서

  -   온습도 센서용 ROIC 설계 관련 기술문서

  -   온습도 센서용 ROIC 측정/분석 관련 기술문서

 표준화 및 특허

■ 관련 기술의 표준화 동향

 ·"복합환경센서용 ROIC 인터페이스 및 특성 평가방법" 국내 표준

 ·"온습도 센서 계수 표시 방법" 국내 표준

■ 보유 특허

 ·개발기술 관련 특허출원 국내/국제 1건 출원

3. 기술적용 분야 및 기술의 시장성

 기술이 적용되는 제품 및 서비스

■ 기술이 적용되는 제품

 ·  세탁기, 가습기, 에어컨 등의 가전제품

 ·  복사기, 프린터 등의 인쇄제품

 ·  휴대폰, PDA, 컴퓨터 등의 통신 및 정보처리 단말기

■ 기술이 적용되는 서비스

 ·  가전제품, 의료기기의 온도·습도 제어

 ·  주택, 사무실 등 주거공간의 온도·습도 환경 조절

 ·  작물재배를 위한 비닐하우스와 제지 공장의 온도·습도 제어

 ·  자동차 유리 성에 제거 및 실내환경 제어

 해당 제품/서비스 시장 규모 및 국내외 동향

■ 해당 제품/서비스 시장 규모

 ·  세계 센서 시장은 2009년 94억불에서 2014년 155억불로 연평균 

10.4% 성장이 예상됨(iSupply 2010)

 ·  2009년 글로벌 센서 시장은 미국, 일본 등 선진 국가가 지배하고 있으

며, 우리나라 점유율은 4.6%로 미미한 실정

■ 해당 제품/서비스 시장 국내외 동향

 ·  반도체식 온ㆍ습도 센서의 90% 이상을 수입하여 조립 모듈로 내수 및 

재수출에 의존

  -   센서 세계시장 점유율(2009년) : 일본 45.7%, 미국 29.2%, EMEA 18.8%

  -   글로벌화된 국외 기업에 비해 국내 센서 업체의 대부분은 중소업체이며, 

자체 생산보다 수입 조립/가공 생산 위주

 ·  미국을 비롯한 선진국은 센서를 기반으로 한 RFID/USN 기술을 IT산업 

뿐 만 아니라 교통, 환경, 물류, 의료, 안전 등 전 산업 분야에 적용하여 

유비쿼터스 환경 구축에 활용

 ·  글로벌화된 국외 기업에 비해 국내 센서 업체의 대부분은 중소업체이며, 

자체 생산보다 수입 조립/가공 생산 위주

4. 기대효과

 기술도입효과

■ 고객이 본 기술을 통해 얻을 수 있는 경제적 효과

 ·  온·습도 신호처리 기술을 기반으로 다중 센서를 동시에 처리하는 복합

센서용 ROIC 관련 핵심 원천기술 확보

 ·  저전력 온도·습도센서 ROIC 기술개발로 쾌적한 사무/주거환경을 제공

하고 온·습도에 민감한 정밀기기의 제품생산이나 식물재배, 가축관리 

등 산업 전반의 자동화에 기여

 ·  세계 온·습도 센서 ROIC 시장을 선점하고 핵심부품의 해외 의존도를 낮춰 

국내외 센서시장을 주도 

  -   2015년 세계시장에서 1100억원(온도센서 및 ROIC 분야) 매출예상 

경쟁기술 본 기술의 우수성

아날로그디바이스

AD7745

17pF±4pF · 넓은 캐패시터 입력 범위 (19pF~190pF)

· 초소형 구현 (제작비용 감소)

· 높은 온도 정확도 (±0.5℃)

· 다양한 타입의 가스센서 지원

M사

센서신호처리용 ROIC
-
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1. 기술 개요

 기술개발의 필요성

■ 고객 및 시장의 니즈

 ·  모바일 기기의 수요 증가로 인해, 정보 데이터 뿐만이 아니라 전력의 무

선 전송 요구도 증가

 ·  전력 또한 무선으로 전송하여 전력선을 제거 한다면 진정한 Ubiquitous

를 실현

 ·  자기유도 방식은 이미 상용화 단계이지만, 근접거리에서만 무선전송이 

이루어지는 단점으로 인해, 보다 자유도를 확보할 수 있는 자기 공진 방

식의 기술 개발 요구 발생

 ·  자기 공진 방식의 장점 중 하나인 다중 기기로의 동시 전송도, 무선전력 

전송의 적용 시스템이 증가할 수록 그 필요성이 폭발적으로 증가할 것

으로 예상

2. 개발기술의 주요내용

 기술의 특징

■ 고객/시장의 니즈를 충족시키는 독특한 점

 ·  연구원 측면

  -   무선 전력 전송기술은 차세대 전력 표준으로 부상할 가능성이 큼

  -   무선 전력 전송 장치기술에서는 필수적으로 무선 통신 기술이 함께 개발 

되어야 함

  -   ETRI 는 무선 통신의 선두 연구소로서, 무선 전력 전송과 융합된 차세대 

기술개발을 선도할 역량이 우수함

  -   ETRI는 국가의 미래기술을 개발하는 국가 출연 연구소로서, 장래 부가가

치가 큰 무선 전력 전송 기술개발의 선도적 역할을 수행하여야 함

 ·  소비자(기업) 측면

  -   보다 편리한 생활을 추구하는 소비자 욕구상, 무선 전력 전송은 소비자가 

매우 관심이 많은 기술임

  -   특히 자기 공진형 무선 전력 전송기술은 세계적으로 개발 시작 단계인 기

술로, 초기에 기술 및 특허를 확보함으로써 향후 시장에서 주도적 역할을 

선점할 수 있음 

  -   연구원에서 확보된 기술을 이전 받음으로써, 연구 개발에 필요한 시간과 

비용을 절약할 수 있음

■ 기술의 상세 사양

 ·   공진형 다중 무선 에너지 전송기술

 기술개념 및 기술사양

3D플렉서블소자패키지연구실  담당자  전상훈

본 기술은 공진형 무선 전력전송 기술을 이용하여 여러 개의 기기에 동시에 전력을 무선 전송할 수 있는 기술로, 각 기기의 소

비 전력이 다르고 변화할 때에도 고효율을 유지하면서 안정적으로 무선 전송할 수 있는 시스템을 제공함.

■ 기술개념

·  전선 없이 전자기기에 전력을 제공하는 것

■ 기술구성도

·  전력발생부, 송수신 Coupler Coil, 전력수신 및 DC 변환부로 구성

8-7 공진형 다중 무선에너지 전송 기술
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  -   동시 충전 수신 모듈 : 최대 4개

  -   송신부 커플러 : 직경 32cm 원형

  -   수신부 커플러 : 7 x 7 cm2의 정사각형

  -   전력발생기 : 출력 = 40 Watts Max.

  -   수신기/정류기 = 5 Volt, 10 Watts Max.

  -    DC-DC 효율 : > 60%

 경쟁기술대비 우수성

■ 경쟁기술/대체기술 현황

 ·  현재 스마트폰 충전시스템 등에 사용되고 있는 자기유도 방식의 무선전력

전송 기술은 송수신부 커플러 간의 거리가 매우 가까워야 하고(< ~ 1cm), 

또한, 고정된 위치를 벗어나면 동작이 되지 않는 문제를 가지고 있음

 ·  본 과제를 통해 개발된 기술은 자기 공진 방식을 이용하여 기존 기술에 

비해 수 배 이상의 거리에서 무선전력 전송이 가능하고, 위치의 자유도 

또한 확보할 수 있음

 ·  또한, 자기 공진 방식은 여러 개의 기기에 동시에 무선 전송이 가능한 기

술로 기대되고 있음 함

■ 경쟁기술/대체기술 대비 우수성 

 기술의 완성도

■ 기술개발 완료시기

 ·  2013년 12월(자기 공진형 다중 무선 전력 시스템)

■ 기술이전 범위

 ·자기 공진형 다중 무선 전력 전송 시스템의 송수신 Coupler Coil 제작 기술

 ·RF에너지 발생 모듈 제작 기술

 ·RF에너지 수신 및 정류 모듈 제작 기술

 ·다중 무선 전력 전송 알고리즘 및 시스템 제어 기술

 표준화 및 특허

■ 관련 기술의 표준화 동향

 ·  자기 공진형 무선전력전송기술은 전력의 공급원, 전송 방법, 전송 거리, 

전력 수신부 등 향후 기술 개발의 진행에 따라 표준화 논의가 진행되어야 

할 부분이 매우 광범위함. 그러나, 아직 기술 개발의 초기 단계이므로 향

후 연구의 진행에 따라 표준화 논의를 선도적으로 이끌어 나갈 수 있는 

기회가 있음. 전 세계적으로 삼성의 주도하에 세계 43개 기업이 참여하는 

무선충전연합(A4WP) 표준 단체를 설립 하였으나, 아직 시작 단계임

■ 보유 특허

3. 기술적용 분야 및 기술의 시장성

 기술이 적용되는 제품 및 서비스

■ 기술이 적용되는 제품/서비스

 ·  Smart Phone, Tablet PC등의 모바일 기기

 해당 제품/서비스 시장 규모 및 국내외 동향

■ 해당 제품/서비스 시장 규모

 ·  세계 스마트폰 시장 '13년 약 8억3천만대 전망(연평균 12%대 성장률)

 ·  국내 스마트폰 시장은 전체 휴대폰 '13년 5천2백만대로 예측

 ·  무선 충전기의 시장 규모 = 스마트폰 한 대당  $150 ~ $200 예상 

■ 해당 제품/서비스 시장 국내외 동향

 ·  스마트폰 무선 충전기 국내외 동향

4. 기대효과

 기술도입효과

■ 고객이 본 기술을 통해 얻을 수 있는 경제적 효과

 ·  자기공진 무선전력 전송 원천기술/응용기술 확보를 통한 향후 시장주도

 ·  스타트폰 외에도, Office환경에서의 여러 IT기기들과 LED조명으로의 응용이 가능

 ·상용화 가능한 공진형 무선 전력 전송 시스템의 핵심기술확보

기술분류 기술 특징 및 우수성

자기 유도형
현재 상용화된 기술. 송수신기 간의 거리가 매우 가까운 거리

에서만 동작. 위치 고정. 여러 개의 기기에 동시전송 불가

자기 공진형
자기 유도형에 비해 수 배 이상의 거리에서 무선 전송 가능. 위

치 자유도 높음. 여러 개의 기기 다중전송 가능한 기술

분야 국내 국외

전자기 유도형

무선 충전기

· 자기 유도형 제품 초기 출시

· 휴대폰에 수신부가 기본적으로 장착되어 

나오면서 시장 본격 활성화가 기대되었으나, 

그 실적은 아직 미미함

·위치 자유도가 없는 유도형의 한계로 인해 

사장확대가 어려울 것으로 예측 

·Qi 규격에 의한 무선충전 제품 출시 활성화

·국내와 마찬가지로, 수신부가 내부에 장착

된 휴대폰이 출시되었으나, 그 실적은 매우 

저조함

자기 공진형

무선 충전기

·국내 여러 연구소들에서 시제품 결과 전시

·대기업에서도 공진형 충전기 결과 발표

·아직 상용화에 근접한 기술개발은 완료 

되지 않은 것으로 보임

·현재 공진형의 극복과제인 안정성과 효율

문제를 해결한다면, 무선충전 시장의 대규모 

확대가 예상됨 

·A4WP 등의 자기 공진형 표준화 검토 및 

규격제정 진행 중

·기술적으로 몇 가지 문제만 해결된다면, 

자기 공진형 무선충전 시장 대규모 확대 예상

출원/등록

구분
특허명

출원국

(등록)

출원

(등록)번호

출원

(등록)년도

출원
전자 장치, 무선 전력 전송장치 및 그

것의 전력 전송방법
미국 8110949 2012

출원
공진을 이용하여 다중소자에 무선으

로 전력을 전송하는 시스템
미국 12/897673 2010

출원 무선 전력 전송 장치 미국 13/204331 2011

출원 공진 결합 무선 전력 수신기 및 송신기 미국 13/614128 2012

년도 2013 2014 2015

세계시장 규모

(신규 출하량)

선진 시장 310 330 350

신흥 시장 520 600 700

합계 830 930 1050

한국시장 규모

(전체 보유 대수)

전체 휴대폰 52 52 52

스마트폰 35 45 48

[출처] : Strategy Analysis, 2013~2015 - 단위 : 백만대)

휴대폰 시장규모 


